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HALBLEITERCHIP
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Es wird ein optoelektronischer Halbleiterchip (10) angegeben, umfassend eine Halbleiterschichtentolge (20), die mindestens zwei
iibereinander angeordnete aktive Bereiche (21, 22) aufweist, wobei die aktiven Bereiche (21, 22) jeweils einen ersten
Halbleiterbereich (3) eines ersten Leitungstyps, einen zweiten Halbleiterbereich (5) eines zweiten Leitungstyps und eine zwischen
dem ersten Halbleiterbereich (3) und dem zweiten Halbleiterbereich (5) angeordnete strahlungsemittierende aktive Schicht (4)
aufweisen. Der optoelektronische Halbleiterchip (10) weist eine Spiegelschicht (6) auf, welche an einer von einer
Strahlungsaustrittstliche (13) abgewandten Seite der Halbleiterschichtentolge (20) angeordnet ist, und mindestens zwei
elektrische Kontakte (11, 12), welche an einer von der Strahlungsaustrittsflache (13) abgewandten Seite der Spiegelschicht (6)
angeordnet sind. Weiterhin wird eine Lichtquelle (30) mit dem optoelektronischen Halbleiterchip (10) angegeben. Es wird ein
optoelektronischer Halbleiterchip (10) angegeben, umfassend eine Halbleiterschichtenfolge (20), die mindestens zwei
iibereinander angeordnete aktive Bereiche (21, 22) aufweist, wobei die aktiven Bereiche (21, 22) jeweils einen ersten
Halbleiterbereich (3) eines ersten Leitungstyps, einen zweiten Halbleiterbereich (5) eines zweiten Leitungstyps und eine zwischen
dem ersten Halbleiterbereich (3) und dem zweiten Halbleiterbereich (5) angeordnete strahlungsemittierende aktive Schicht (4)
aufweisen. Der optoelektronische Halbleiterchip (10) weist eine Spiegelschicht (6) auf, welche an einer von einer
Strahlungsaustrittstliche (13) abgewandten Seite der Halbleiterschichtentolge (20) angeordnet ist, und mindestens zwei
elektrische Kontakte (11, 12), welche an einer von der Strahlungsaustrittsflache (13) abgewandten Seite der Spiegelschicht (6)
angeordnet sind. Weiterhin wird eine Lichtquelle (30) mit dem optoelektronischen Halbleiterchip (10) angegeben.
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Beschreibung

Optoelektronischer Halbleiterchip und Lichtquelle mit dem

optoelektronischen Halbleiterchip

Die Erfindung betrifft einen optoelektronischen Halbleiter-
chip und eine Lichtquelle mit dem optoelektronischen Halb-

leiterchip.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2012 108 763.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip anzugeben, der sich durch einen hohen
Lichtstrom trotz kompakter Abmessungen auszeichnet, und ins-
besondere ohne Bonddraht auf Oberflachen montiert werden
kann. Weiterhin soll eine vorteilhafte Lichtquelle mit dem

optoelektronischen Halbleiterchip angegeben werden.

Diese Aufgaben werden durch einen optoelektronischen Halb-
leiterchip und eine Lichtguelle gemal den unabhangigen Pa-
tentanspriichen geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhangigen An-

spriche.

Gemdl zumindest einer Ausgestaltung umfasst der optoelektro-
nische Halbleiterchip eine Halbleiterschichtenfolge, die min-
destens zweil iibereinander angeordnete aktive Bereiche auf-
weist. Die aktiven Bereiche weisen vorteilhaft jeweils einen
ersten Halbleiterbereich eines ersten Leitungstyps, insbeson-
dere einen p-Typ Halbleiterbereich, und einen zweiten Halbe-

leiterbereich eines zweiten Leitungstyps, insbesondere einen
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n-Typ Halbleiterbereich, auf. Zwischen dem ersten Halblei-
terbereich und dem zweiten Halbleiterbereich ist eine strah-

lungsemittierende aktive Schicht angeordnet.

Der optoelektronische Halbleiterchip weist eine Strahlungs-
austrittsflache auf, durch die eine in den mindestens zweil
aktiven Bereichen erzeugte elektromagnetische Strahlung emit-
tiert wird. Die Strahlungsaustrittsflidche kann eben oder ge-
krimmt sein. Weiterhin kann die Strahlungsaustrittsfldche mit
einer Uberstruktur oder Aufrauung versehen sein. An einer von
der Strahlungsaustrittsfliache abgewandten Seite der Halb-
leiterschichtenfolge ist vorteilhaft eine Spiegelschicht an-

geordnet.

Weiterhin weist der optoelektronische Halbleiterchip vorteil-
haft mindestens zwei elektrische Kontakte auf, welche an ei-
ner von der Strahlungsaustrittsfliche abgewandten Seite der

Spiegelschicht angeordnet sind.

Dadurch, dass die Halbleiterschichtenfolge mindestens zwei
Ubereinander angeordnete aktive Bereiche aufweist, die je-
weils eine strahlungsemittierende aktive Schicht enthalten,
kann mit dem optoelektronischen Halbleiterchip vorteilhaft
ein groRerer Lichtstrom erzeugt werden als mit einem ver-

gleichbaren optoelektronischen Halbleiterchip, der nur eine

einzige aktive Schicht aufweist.

Die Lichtausbeute des optoelektronischen Halbleiterchips wird
vorteilhaft dadurch weiter erhdht, dass an einer von der
Strahlungsaustrittsfldche abgewandten Seite der Halbleiter-
schichtenfolge eine Spiegelschicht angeordnet ist. Durch die
Spiegelschicht wird die in den aktiven Bereichen erzeugte

elektromagnetische Strahlung, die in Richtung einer der
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Strahlungsaustrittsfldche gegeniilberliegenden Riickseite des
Halbleiterchips emittiert wird, zur Strahlungsaustrittsflache
hin reflektiert. Dadurch, dass die mindestens zweil elektri-
schen Kontakte, mit welchen die Halbleiterschichtenfolge
elektrisch kontaktiert ist, an einer von der Strahlungsaus-
trittsfliache abgewandten Seite der Spiegelschicht angeordnet
sind, ist die Strahlungsaustrittsflache des optoelektroni-
schen Halbleiterchips vorteilhaft frei wvon elektrischen Kon-
takten und/oder Bonddrahten. Eine Absorption von Strahlung
durch Kontaktschichten auf der Strahlungsaustrittsfldche wird
auf diese Weise vorteilhaft vermieden und somit die Lichtaus-

beute weiter erhoht.

An den mindestens zweil elektrischen Kontakten an der von der
Strahlungsaustrittsflache abgewandten Seite der Spiegel-
schicht ist der optoelektronische Halbleiterchip vorteilhaft
auf eine Oberfldche montierbar. Beispielsweise kann der opto-
elektronische Halbleiterchip an den elektrischen Kontakten
mit einer Leiterplatte verbunden werden, insbesondere auf ei-
ne Leiterplatte geldtet werden. Es ist auch mdglich, dass der
optoelektronische Halbeleiterchip an den mindestens zwei
elektrischen Kontakten mit einem Leiterrahmen eines Chipge-
hduses, beispielsweise eines Reflektorgehiduses, verbunden
wird. Der optoelektronische Halbleiterchip ist insbesondere

ein oberfliachenmontierbarer Halbleiterchip.

Bei einer Ausgestaltung des optoelektronischen Halbleiter-
chips weist die Halbleiterschichtenfolge ein Substrat auf,
wobei das Substrat an einer der Spiegelschicht gegeniiberlie-
genden Seite der Halbleiterschichtenfolge angeordnet ist. Bei
dem Substrat kann es sich insbesondere um ein Epitaxiesub-
strat handeln, auf das die Halbleiterschichtenfolge epitak-

tisch aufgewachsen ist. Bei dieser Ausgestaltung ist die
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Strahlungsaustrittsfldche des optoelektronischen Halbleiter-
chips vorteilhaft eine von der Halbleiterschichtenfolge abge-
wandte Oberfldche des Substrats. Die als Strahlungsaustritts-
fladche dienende Oberfldche des Substrats kann beispielsweise
mit einer Aufrauung oder einer Auskoppelstruktur versehen
sein, um die Strahlungsauskopplung aus dem optoelektronischen

Halbleiterchip weiter zu verbessern.

Der optoelektronische Halbleiterchip ist insbesondere als so
genannter Flip-Chip ausgefihrt, der in Bezug auf die Wachs-
tumsrichtung der Halbleiterschichtenfolge mit der Oberseite
nach unten montierbar ist. Die zuerst auf das Epitaxiesub-
strat aufgewachsene Halbleiterschicht ist also der Strah-
lungsaustrittsflache benachbart und die zuletzt aufgewachsene
Halbleiterschicht ist der Spiegelschicht an einer der Strah-
lungsaustrittsflache gegeniiberliegenden Riickseite des Halb-
leiterchips benachbart. Die Halbleiterbereiche der Halb-
leiterschichtenfolge sind in den aktiven Bereichen bevorzugt
jeweils derart angeordnet, dass der n-Typ-Halbleiterbereich
jeweils der Strahlungsaustrittsfldche und der p-Typ-

Halbleiterbereich jeweils der Spiegelschicht zugewandt ist.

Das Substrat des optoelektronischen Halbleiterchips weist
vorteilhaft ein Material auf, das flir die von den aktiven Be-
reichen emittierte Strahlung transparent ist. Das transparen-
te Substrat kann z. B. Saphir, SiC oder, im Fall eines im
infraroten Spektralbereich emittierenden Halbleiterchips, Si-

lizium aufweisen.

Bei einer alternativen Ausgestaltung des optoelektronischen
Halbleiterchips ist das Substrat von der Halbleiterschichten-
folge abgeldst. Bei dieser Ausgestaltung handelt es sich um

einen so genannten Dinnfilm-Halbleiterchip.
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Bei einer Ausgestaltung des optoelektronischen Halbleiter-
chips weisen die mindestens zwei elektrischen Kontakte einen
ersten elektrischen Kontakt, der an den ersten Halbleiterbe-
reich eines der Spiegelschicht ndchstliegenden aktiven Be-
reichs angeschlossen ist, und einen zweiten elektrischen Kon-
takt, der an den zweiten Halbleiterbereich eines der Strah-
lungsaustrittsfldche nadchstliegenden aktiven Bereich ange-
schlossen ist, auf. In den aktiven Bereichen ist vorzugsweise
jeweils der erste Halbleiterbereich der Spiegelschicht zuge-
wandt und der zweite Halbleiterbereich der Strahlungsaus-
trittsfliache zugewandt. Vorzugsweise ist jeweils der erste
Halbleiterbereich ein p-Typ-Halbleiterbereich und der zweite
Halbleiterbereich ein n-Typ-Halbleiterbereich. Dadurch, dass
der erste elektrische Kontakt an den ersten Halbleiterbereich
des der Spiegelschicht nachstliegenden Bereichs angeschlossen
ist, und der zweite elektrische Kontakt an den zweiten Halb-
leiterbereich des der Strahlungsaustrittsfladche nachstliegen-
den aktiven Bereichs angeschlossen ist, sind die beiden
elektrischen Kontakte an die beiden aduleren Halbleiterberei-
che der aduBeren aktiven Bereiche angeschlossen. Auf diese
Weise konnen die mehreren iibereinander angeordneten aktiven

Bereiche insbesondere in Reihe geschaltet werden.

Der erste elektrische Kontakt ist vorzugsweise dadurch mit
dem ersten Halbleiterbereich des der Spiegelschicht nachst-
liegenden aktiven Bereichs verbunden, dass die Spiegelschicht
elektrisch leitend ist, die Spiegelschicht an den ersten
Halbleiterbereich eines der Spiegelschicht nachstliegenden
aktiven Bereichs angrenzt, und der erste elektrische Kontakt
elektrisch leitend mit der Spiegelschicht verbunden ist. Bei
dieser Ausgestaltung ist der zweite elektrische Kontakt, der

wie der erste elektrische Kontakt an einer von der Halb-
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leiterschichtenfolge abgewandten Seite der Spiegelschicht an-
geordnet ist, vorteilhaft mittels einer elektrisch isolieren-

den Schicht von der Spiegelschicht elektrisch isoliert.

Der zweite elektrische Kontakt ist vorzugsweise mittels min-
destens einer Durchkontaktierung, die durch die Spiegel-
schicht und die Halbleiterschichtenfolge hindurch gefiihrt
ist, mit dem zweiten Halbleiterbereich des der Strahlungsaus-
trittsfliache nachstliegenden aktiven Bereichs elektrisch ver-
bunden. Auf diese Weise wird der der Strahlungsaustrittsfla-
che nachstliegende Halbleiterbereich elektrisch an den zwei-
ten elektrischen Kontakt angeschlossen, ohne dass Kontakte im
Bereich der Strahlungsaustrittsfldache oder der Seitenflédchen
des optoelektronischen Halbleiterchips notwendig sind. Im Be-
reich des Durchbruchs ist die Durchkontaktierung mittels ei-
ner elektrisch isolierenden Schicht von der Spiegelschicht

und den Halbleiterschichten isoliert.

Bei einer Ausgestaltung ist zwischen der Spiegelschicht und
den elektrischen Kontakten eine Stromaufweitungsschicht ange-
ordnet, die mit dem zweiten elektrischen Kontakt elektrisch
leitend verbunden ist. Bei dieser Ausgestaltung ist die
Stromaufweitungsschicht vorzugsweise mittels einer ersten
elektrisch isolierenden Schicht von der Spiegelschicht iso-
liert und mittels einer zweiten elektrisch isolierenden

Schicht von dem ersten elektrischen Kontakt isoliert.

Weiterhin ist der zweite elektrische Kontakt bei dieser Aus-
gestaltung vorteilhaft mittels mehrerer Durchkontaktierungen,
die jeweils von der Stromaufweitungsschicht durch die Spie-
gelschicht und die Halbleiterschichtenfolge gefihrt sind, mit
dem zweiten Halbleiterbereich des der Strahlungsaustrittsfla-

che nachstliegenden aktiven Bereichs elektrisch wverbunden.
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Mittels der Stromaufweitungsschicht und den mehreren Durch-
kontaktierungen wird vorteilhaft erreicht, dass der zweite
elektrische Kontakt an mehreren Stellen mit dem zweiten Halb-
leiterbereich des der Strahlungsaustrittsfladche nachstliegen-
den aktiven Bereichs elektrisch verbunden ist. Auf diese Wei-
se wird vorteilhaft die Homogenitat der Stromverteilung in

dem optoelektronischen Halbleiterchip verbessert.

Fiir den ersten elektrischen Kontakt kann vorteilhaft die
Spiegelschicht als Stromaufweitungsschicht fungieren, wobei
die Spiegelschicht vorzugsweise ein Metall oder eine Metall-
legierung wie beispielsweise Aluminium oder Silber aufweist.
Aluminium und Silber zeichnen sich sowohl durch eine hohe
elektrische Leitfadhigkeit als auch durch eine hohe Reflexion

aus.

Bei einer Ausgestaltung des optoelektronischen Halbleiter-
chips sind die mindestens zwei aktiven Bereiche durch einen
Tunnelibergang elektrisch miteinander verbunden. Wenn der
optoelektronische Halbleiterchip mehr als zwei aktive Berei-
che aufweist, ist vorzugsweise jeweils zwischen zwei benach-
barten aktiven Bereichen ein Tunnelibergang angeordnet. Durch
den mindestens einen Tunnelibergang sind die aktiven Bereiche
insbesondere in Reihe geschaltet. Die Anzahl der iUbereinander
angeordneten aktiven Bereiche betriagt beispielsweise mindes-

tens zweil, mindestens drei oder sogar mindestens finf.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung weist der optoelektroni-
sche Halbleiterchip mindestens einen weiteren elektrischen
Kontakt auf, der an einen Halbleiterbereich eines der aktiven
Bereiche angeschlossen ist, wobei der Halbleiterbereich nicht
an den ersten oder zweiten elektrischen Kontakt angeschlossen

ist. Beil dieser Ausgestaltung werden vorteilhaft die duBeren
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Halbleiterbereiche der duleren aktiven Bereiche von dem ers-
ten und zweiten elektrischen Kontakt kontaktiert, wobeili der
weitere elektrische Kontakt einen Halbleiterbereich im Inne-
ren der Halbleiterschichtenfolge kontaktiert. Der weitere
elektrische Kontakt bildet somit einen Zwischenkontakt aus,
der es ermdglicht, gezielt einen oder mehrere aktive Bereiche

separat zu kontaktieren.

Beispielsweise kénnen mit dem ersten und zweiten elektrischen
Kontakt alle in Reihe geschalteten aktiven Bereiche kontak-
tiert werden. Wenn der optoelektronische Halbleiterchip zu-
satzlich zu dem ersten elektrischen Kontakt und dem zweiten
elektrischen Kontakt den weiteren elektrischen Kontakt auf-
weist, kann beispielsweise durch Kontaktierung des ersten
elektrischen Kontakts und des weiteren Kontakts ein erster
Teil der aktiven Bereiche kontaktiert werden. Durch Kontak-
tierung des weiteren elektrischen Kontakts und des zweiten
elektrischen Kontakts kann ein weiterer Teil der aktiven Be-
reiche kontaktiert werden. Es ist auch mdglich, dass der
optoelektronische Halbleiterchip mehrere weitere elektrische
Kontakte aufweist, um mehrere einzelne aktive Bereiche oder
Gruppen von aktiven Bereichen selektiv kontaktieren zu kon-
nen. Vorteilhaft sind mittels einem oder mehreren weiteren
elektrischen Kontakten alle aktiven Bereiche einzeln kontak-

tierbar.

Der mindestens eine weitere elektrische Kontakt ist wie der
erste elektrische Kontakt und der zweite elektrische Kontakt
vorteilhaft an einer von der Strahlungsaustrittsfliache abge-
wandten Seite der Spiegelschicht angeordnet. Wie der zweite
elektrische Kontakt ist der weitere elektrische Kontakt vor-
zugsweise mittels mindestens einer Durchkontaktierung, die

durch die Spiegelschicht und die Halbleiterschichtenfolge
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hindurch gefiithrt ist, mit dem Halbleiterbereich eines der ak-

tiven Bereiche verbunden.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des optoelektronischen
Halbleiterchips emittieren mindestens zwei der mehreren akti-
ven Bereiche Strahlung verschiedener Wellenlangen. Bei dieser
Ausgestaltung emittiert der optoelektronische Halbleiterchip
ein Mischlicht, das sich durch Farbmischung der von den meh-
reren aktiven Bereichen emittierten Strahlung ergibt. Wenn
ein oder mehrere aktive Bereiche des optoelektronischen Halb-
leiterchips durch einen oder mehrere weitere Kontakte separat
kontaktierbar sind, kann die Farbe des emittierten Misch-
lichts gezielt durch die Auswahl der kontaktierten aktiven

Bereiche eingestellt werden.

Es wird weiterhin eine Lichtquelle angegeben, die den zuvor

beschriebenen optoelektronischen Halbleiterchip aufweist.

Bei einer Ausgestaltung weist die Lichtquelle einen Reflektor
auf, wobei der mindestens eine optoelektronische Halbleiter-
chip innerhalb des Reflektors angeordnet ist. Der mindestens
eine optoelektronische Halbeleiterchip kann beispielsweise in
einem Chipgehduse angeordnet sein. Das Chipgehduse des opto-
elektronischen Halbleiterchips ist vorteilhaft als Reflektor
geformt und dient auf diese Weise als Strahlformungselement,
um eine gewlinschte Winkelverteilung der von dem optoelektro-
nischen Halbleiterchip emittierten Strahlung zu erzielen. Al-
ternativ kann der mindestens eine optoelektronische Halb-
leiterchip auch ohne Chipgehéduse beispielweise auf einer Lei-

terplatte angeordnet sein.

In Lichtquellen wie z. B. Lampen fir die Allgemeinbeleuchtung

oder Scheinwerfern werden in der Regel ein oder mehrere opto-
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elektronische Halbleiterchips, die jeweils ein derartiges
Chipgehduse aufweisen und/oder auf einer Leiterplatte ange-
ordnet sind, innerhalb eines Reflektors der Lichtquelle ange-
ordnet, der somit als Strahlformungselement dient. Dadurch,
dass mittels der mehreren aktiven Bereiche in dem optoelekt-
ronischen Halbleiterchip ein hoher Lichtstrom erzielt wird,
kann mit einer vergleichsweise kleinen Chipflache eine hohe
Lichtintensitat erzielt werden, sodass vergleichsweise kleine
Chipgehause verwendet werden koénnen. Dies ist insbesondere
deshalb vorteilhaft, weil die Reflektivitat der als Reflektor
geformten Chipgehduse oftmals geringer ist als die Reflekti-

vitat eines Reflektors der Lichtguelle.

Die Lichtquelle kann insbesondere eine Lumineszenzkonversi-
onsschicht aufweisen, welche dazu geeignet ist, zumindest ei-
nen Teil der von dem optoelektronischen Halbleiterchip emit-
tierten Strahlung zu einer grdleren Wellenlange hin zu kon-
vertieren. Auf diese Weise kann beispielsweise mit einem
optoelektronischen Halbleiterchip, der im blauen oder ultra-
violetten Spektralbereich emittiert, WeiBlicht erzeugt wer-
den. Geeignete Lumineszenzkonversionsstoffe sind an sich be-

kannt und werden daher nicht nadher erldutert.

Der hierin beschriebene optoelektronische Halbleiterchip, der
aufgrund der mehreren aktiven Bereiche einen hohen Lichtstrom
aufweist, ist insbesondere zur Verwendung in einer Lichtquel-
le mit einer entfernt vom Halbleiterchip angeordneten Lumi-
neszenzkonversionsschicht geeignet. Die Lumineszenzkonversi-
onsschicht kann beispielsweise auf der Innenseite einer Um-
hiillung oder transparenten Abdeckung der Lichtquelle angeord-
net sein, sodass sie nicht unmittelbar an den optoelektroni-
schen Halbleiterchip angrenzt. Die Lichtgquelle kann bei-

spielsweise eine Lampe fir die Allgemeinbeleuchtung sein,
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welche die Form und den Gewindeanschluss einer Reflektorlampe

oder Gliihlampe aufweist.

Bei weiteren Ausgestaltungen ist die Lichtquelle ein Projek-
tor oder ein Scheinwerfer. Bei der Verwendung des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips in einem Projektor oder Scheinwer-
fer ist der hohe Lichtstrom, der mit dem optoelektronischen
Halbleiterchip erzielt werden kann, wvon Vorteil. Wenn der
optoelektronische Halbleiterchip den mindestens einen weitren
elektrischen Kontakt aufweist, ist es weiterhin vorteilhaft,
dass die Wellenlange der Lichtquelle aufgrund der Moglichkeit
zUr separaten Ansteuerung einzelner oder mehrerer aktiver Zo-

nen veranderbar ist.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausfihrungsbei-
spielen im Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 4 naher erlau-

tert.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
durch einen optoelektronischen Halbleiterchip gemal

einem ersten Ausfihrungsbeispiel,

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
durch einen optoelektronischen Halbleiterchip gemal

einem zweiten Ausfihrungsbeispiel,

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
durch einen optoelektronischen Halbleiterchip gemal

einem dritten Ausfiihrungsbeispiel, und
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Figur 4 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
durch eine Lichtquelle mit mehreren optoelektroni-
schen Halbleiterchips gemall einem Ausfiihrungsbei-

spiel.

Gleiche oder gleich wirkende Bestandteile sind in den Figuren
jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die darge-
stellten Bestandteile sowie die GroRenverhdltnisse der Be-
standteile untereinander sind nicht als malBstabsgerecht anzu-

sehen.

Das in Figur 1 dargestellte Ausfihrungsbeispiel des opto-
elektronischen Halbleiterchips 10 weist eine Halbleiter-
schichtenfolge 20 auf, welche mehrere aktive Bereiche 21, 22
aufweist. Die aktiven Bereiche 21, 22 sind lbereinander ange-
ordnet und durch einen Tunneliibergang 7 miteinander verbun-

den.

Die Halbleiterschichtenfolge 20 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 10 basiert vorzugsweise auf einem III-V-
Verbindungshalbleitermaterial, insbesondere auf einem Ar-
senid-, Nitrid- oder Phosphid-Verbindungshalbleitermaterial.
Beispielsweise kann die Halbleiterschichtenfolge 20 InyAl,._
Gaj-x-yN, InyAlyGaj_x-yP oder InyAl,Gaj_x-yAs, Jewells mit 0
£ x <1, 0£y<1und x + y £ 1, enthalten. Dabei muss das
ITI-V-Verbindungshalbleitermaterial nicht zwingend eine ma-
thematisch exakte Zusammensetzung nach einer der obigen For-
meln aufweisen. Vielmehr kann es einen oder mehrere Dotier-
stoffe sowie zusatzliche Bestandteile aufweisen, die die phy-
sikalischen Eigenschaften des Materials im Wesentlichen nicht
andern. Der Einfachheit halber beinhalten obige Formeln je-

doch nur die wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters,
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auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen weiterer Stof-

fe ersetzt sein kodnnen.

Der optoelektronische Halbleiterchip 10 weist ein Substrat 1
auf, auf dem die Halbleiterschichtenfolge 20 insbesondere
epitaktisch aufgewachsen sein kann. Zwischen dem Substrat 1
und dem aktiven Bereich 22, der dem Substrat 1 benachbart
ist, kdénnen eine oder mehrere Pufferschichten 2 angeordnet

sein.

Die aktiven Bereiche 21, 22 umfassen jeweils einen ersten
Halbleiterbereich 3, einen zweiten Halbleiterbereich 5 und
eine zwischen dem ersten Halbleiterbereich 3 und dem zweiten
Halbleiterbereich 5 angeordnete aktive Schicht 4. Vorzugswei-
se ist jeweils der erste Halbleiterbereich 3 ein p-Typ-
Halbleiterbereich und der zweite Halbleiterbereich 5 ein n-
Typ-Halbleiterbereich. Die aktive Schicht 4 ist jeweils eine
zur Emission von Strahlung geeignete aktive Schicht 4. Die
aktive Schicht 4 kann zum Beispiel als pn-Ubergang, als Dop-
pelheterostruktur, als Einfach-Quantentopfstruktur oder Mehr-

fach-Quantentopfstruktur ausgebildet sein.

Die Strahlungsaustrittsflache 13 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 10 ist durch eine von der Halbleiterschichtenfol-
ge 20 abgewandte Oberfldche des Substrats 1 gebildet. Der
optoelektronische Halbleiterchip 10 emittiert also insbeson-
dere Strahlung durch das Substrat 1. Das Substrat 1 ist daher
vorteilhaft ein transparentes Substrat, das insbesondere Si-

lizium, Siliziumkarbid oder Saphir aufweisen kann.

An einer der Strahlungsaustrittsfldche 13 gegeniliberliegenden
Seite der Halbleiterschichtenfolge 20 ist vorteilhaft eine

Spiegelschicht 6 angeordnet. Durch die Spiegelschicht 6 wird
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von den aktiven Schichten 4 der mehreren aktiven Bereiche 21,
22 emittierte Strahlung, welche zu einer der Strahlungsaus-
trittsflache 13 gegeniiberliegenden Riickseite des Halbleiter-
chips 10 emittiert wird, in Richtung der Strahlungsaustritts-
flache 13 reflektiert. Dadurch wird die Strahlungsausbeute
des optoelektronischen Halbleiterchips 10 weiter erhdht. Die
Spiegelschicht 6 ist vorzugsweise aus einem elektrisch leit-
fadhigen Material gebildet. Insbesondere kann die Spiegel-
schicht 6 ein Metall oder eine Metalllegierung enthalten. Be-
vorzugt enthalt die Spiegelschicht Aluminium, Silber, Gold
oder Platin oder besteht daraus. Diese Materialien zeichnen
sich zum einen durch eine gute elektrische Leitfadhigkeit und

zum anderen durch eine hohe Reflektivitat aus.

Zur elektrischen Kontaktierung des optoelektronischen Halb-
leiterchips 10 sind an einer von der Halbleiterschichtenfolge
20 abgewandten Seite der Spiegelschicht 6 ein erster elektri-
scher Kontakt 11 und ein zweiter elektrischer Kontakt 12 an-
geordnet. Die elektrischen Kontakte 11, 12 sind bei dem opto-
elektronischen Halbleiterchip 10 an der der Strahlungsaus-
trittsfliache 13 und dem Substrat 1 gegeniiberliegenden Seite
der Spiegelschicht 6 angeordnet. Die Strahlungsaustrittsfla-
che 13 ist daher vorteilhaft frei von elektrischen Kontakt-
schichten. Die als Strahlungsaustrittsfliache 13 dienende
Oberfldache des Substrats 1, die von der Halbleiterschichten-
folge 20 abgewandt ist, kann beispielsweise mit einer Aufrau-
ung, einer Auskoppelstruktur oder einer Antireflexionsbe-

schichtung versehen sein.

An den elektrischen Kontakten 11, 12 kann der Halbleiterchip
10 beispielsweise mit einem Trager verbunden werden, insbe-
sondere mit einer Leiterplatte. Der optoelektronische Halb-

leiterchip 10 ist daher vorteilhaft oberfldchenmontierbar.
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Der optoelektronische Halbleiterchip 10 kann insbesondere
derart montiert werden, dass das Substrat 1 nach oben zeigt
und somit die Strahlungsrichtung entgegengesetzt zur Wachs-
tumsrichtung der Halbleiterschichtenfolge 20 ist. Ein derar-
tiger optoelektronischer Halbleiterchip 10 wird auch als

Flip-Chip bezeichnet.

In den aktiven Bereichen 21, 22 sind die Halbleiterschichten
in Strahlrichtung gesehen entgegengesetzt zur urspringlichen
Wachstumsrichtung angeordnet, wobei in der von der Spiegel-
schicht 6 zur Strahlungsaustrittsfldche 13 zeigenden Strahl-
richtung in den aktiven Bereichen 21, 22 jeweils der erste
Halbleiterbereich 3, der vorzugsweise ein p-Typ-
Halbleiterbereich ist, die aktive Schicht 4 und der zweite
Halbleiterbereich 5, der vorzugsweise ein n-Typ-
Halbleiterbereich ist, aufeinander folgen. Die Reihenfolge
der Halbleiterbereiche in der Strahlrichtung ist daher umge-
kehrt zu der Reihenfolge beim epitaktischen Wachstum, bei dem
iblicherweise zunadchst der n-Typ-Halbleiterbereich 5, dann
die aktive Schicht 4 und danach der p-Typ-Halbleiterbereich 3

aufgewachsen werden.

Der erste elektrische Kontakt 11 ist mit dem ersten Halblei-
terbereich 3 des der Spiegelschicht 6 am nachsten liegenden
aktiven Bereichs 21 verbunden. Dies kann beispielsweise
dadurch erfolgen, dass die Spiegelschicht 6 an den ersten
Halbleiterbereich 3 des aktiven Bereichs 21 angrenzt und der
erste elektrische Kontakt 11 mit der Spiegelschicht 6
elektrisch leitend verbunden ist, beispielsweise an die Spie-

gelschicht 6 angrenzt.

Der zweilte elektrische Kontakt 12 ist mit dem zweiten Halb-

leiterbereich 5 des der Strahlungsaustrittsfldche 13 am
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nachsten liegenden aktiven Bereichs 22 elektrisch leitend
verbunden. Dies kann insbesondere derart erfolgen, dass der
zwelte elektrische Kontakt 12 mittels einer Durchkontaktie-
rung 15, die durch die Spiegelschicht 6 und die Halbleiter-
schichtenfolge 20 bis in den zweiten Halbleiterbereich 5 des
der Strahlungsaustrittsfldche 13 benachbarten aktiven Be-
reichs 22 gefihrt ist, mit diesem zweiten Halbleiterbereich 5
elektrisch leitend verbunden ist. Die Durchkontaktierung 15
ist mit elektrisch isolierenden Schichten 14 von der Spiegel-
schicht 6 und den Ubrigen Halbleiterschichten der Halbleiter-
schichtenfolge 20 elektrisch isoliert. An der von der Halb-
leiterschichtenfolge 20 abgewandten Seite der Spiegelschicht
6 ist eine elektrisch isolierende Schicht 8 vorgesehen, um
den zweiten elektrischen Kontakt 12 von der Spiegelschicht 6

zu 1solieren.

Auf diese Weise werden mittels des ersten elektrischen Kon-
takts 11 und des zweiten elektrischen Kontakts 12 ein der
Spiegelschicht 6 am ndchsten liegender Halbleiterbereich 3
und ein der Strahlungsaustrittsfldche 13 am nachsten liegen-
der Halbleiterbereich 5 elektrisch angeschlossen. Auf diese
Weise werden die aktiven Bereiche 21, 22 insbesondere in Rei-
he geschaltet. Dadurch, dass der optoelektronische Halb-
leiterchip 10 mehrere in Reihe geschaltete aktive Bereiche
21, 22 aufweist, wird mit dem optoelektronischen Halbleiter-
chip 10 vorteilhaft ein hbherer Lichtstrom erzielt als mit
einem vergleichbaren Halbleiterchip mit gleicher Flache. Der
optoelektronische Halbleiterchip 10 kann daher insbesondere
in Lichtguellen eingesetzt werden, die einen hohen Lichtstrom
erfordern, insbesondere in Projektoren oder Scheinwerfern.
Der optoelektronische Halbleiterchip 10 kann besonders vor-
teilhaft in Scheinwerfern fiir die Bihnenbeleuchtung einge-

setzt werden.
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In Figur 2 ist ein zweites Ausfihrungsbeispiel des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 10 schematisch im Querschnitt dar-
gestellt. Der Aufbau der auf dem Substrat 1 angeordneten
Halbleiterschichtenfolge 20 mit den aktiven Bereichen 21, 22
entspricht dem ersten Ausfilhrungsbeispiel. Ein Unterschied zu
dem in Figur 1 dargestellten ersten Ausfiihrungsbeispiel be-
steht darin, dass der zweite elektrische Kontakt 12 nicht un-
mittelbar mittels der Durchkontaktierung 15 mit dem zweiten
Halbleiterbereich 5 des der Strahlungsaustrittsfldche 13 be-
nachbarten aktiven Bereichs 22 verbunden ist. Vielmehr ist
der zweite elektrische Kontakt 12 bei dem zweiten Ausfih-
rungsbeispiel mittels einer elektrisch leitenden Verbindungs-
schicht 19 mit einer Stromaufweitungsschicht 18 verbunden.
Die Stromaufweitungsschicht 18 ist auf einer der Halbleiter-
schichtenfolge 20 gegeniiberliegenden Seite der Spiegelschicht
6 angeordnet. Die Stromaufweitungsschicht 18 ist dabei mit-
tels der elektrisch isolierenden Schicht 8 von der Spiegel-
schicht 6 isoliert. Von der Stromaufweitungsschicht 18 gehen
vorteilhaft zwei Durchkontaktierungen 15 aus, die jeweils
durch die Spiegelschicht 6 und die Halbleiterschichtenfolge
20 bis zu dem zweiten Halbleiterbereich 5 des der Strahlungs-
austrittsflache 13 benachbarten aktiven Bereichs 22 gefiihrt
sind. Die Durchkontaktierungen 15 sind dabei jeweils mittels
elektrisch isolierender Schichten 14 von den iUbrigen Halb-
leiterschichten und der Spiegelschicht 6 elektrisch isoliert.
Dadurch, dass der optoelektronische Halbleiterchip 10 eine
mit dem zweiten elektrischen Kontakt 12 verbundene Stromauf-
weitungsschicht 18 aufweist, von der mehrere Durchkontaktie-
rungen 15 bis in den zweiten Halbleiterbereich 5 des der
Strahlungsaustrittsfldche 13 benachbarten zweiten aktiven Be-
reichs 22 gefihrt sind, wird eine homogenere Stromeinpragung

in die aktiven Bereiche 21, 22 erzielt.
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Der erste elektrische Kontakt 11 ist wie bei dem ersten Aus-
fihrungsbeispiel elektrisch leitend mit der Spiegelschicht ©
verbunden, die an den ersten Halbleiterbereich 3 des aktiven
Bereichs 21 angrenzt, welcher der Spiegelschicht 6 benachbart
ist. Da bei dem zweiten Ausfihrungsbeispiel die Stromaufwei-
tungsschicht 18 zwischen der Spiegelschicht 6 und den
elektrischen Kontakten 11, 12 angeordnet ist, wird der erste
elektrische Kontakt 11 vorteilhaft mittels einer Durchkontak-
tierung 17, welche mit elektrisch isolierenden Schichten 16
von der Stromaufweitungsschicht 18 isoliert ist, mit der

Spiegelschicht 6 elektrisch leitend verbunden.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des zweiten Ausfiihrungs-
beispiels ergeben sich aus der Beschreibung des ersten Aus-

fihrungsbeispiels und umgekehrt.

Das in Figur 3 schematisch im Querschnitt dargestellte weite-
re Ausfihrungsbeispiel des optoelektronischen Halbleiterchips
10 entspricht im Wesentlichen dem in Figur 1 dargestellten
ersten Ausfihrungsbeispiel. Der Unterschied zu dem ersten
Ausfihrungsbeispiel besteht darin, dass der optoelektronische
Halbleiterchip 10 zusadtzlich zu dem ersten elektrischen Kon-
takt 11 und dem zweiten elektrischen Kontakt 12 einen weite-
ren elektrischen Kontakt 23 aufweist, der als Zwischenkontakt
zur elektrischen Kontaktierung eines Halbleiterbereichs 5
fungiert, der nicht an den ersten elektrischen Kontakt 11 o-

der den zweiten elektrischen Kontakt 12 angeschlossen ist.

Bei dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 3 ist der Zwischenkon-
takt 23 beisgpielsweise mit dem zweiten Halbleiterbereich 5
des aktiven Bereichs 21 elektrisch leitend verbunden, welcher

der Spiegelschicht 6 benachbart ist. Der Zwischenkontakt 23
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ist mittels einer Durchkontaktierung 25, welche mittels
elektrisch isolierender Schichten 24 von den iUbrigen Halb-
leiterschichten und der Spiegelschicht 6 elektrisch isoliert
ist, mit dem zweiten Halbleiterbereich 5 des aktiven Bereichs
21 elektrisch leitend verbunden. Der Zwischenkontakt 23 er-
moéglicht es vorteilhaft, beispielsweise den ersten aktiven
Bereich 21 separat zu kontaktieren. Wenn beispielsweise der
erste elektrische Kontakt 11 und der Zwischenkontakt 23 an
eine Spannungsquelle angeschlossen werden, wird nur der erste
aktive Bereich 21 betrieben. Wenn dagegen der erste elektri-
sche Kontakt 11 und der zweite elektrische Kontakt 12 an eine
Spannungsquelle angeschlossen werden, werden die in Reihe ge-

schalteten aktiven Bereiche 21, 22 betrieben.

In Abweichung von dem Ausfiithrungsbeispiel ist es mdglich,
dass der optoelektronische Halbleiterchip 10 mehr als zwei
aktive Bereiche 21, 22 aufweist. In diesem Fall ist es mit
einem oder mehreren Zwischenkontakten 23 vorteilhaft méglich,
gezielt einzelne oder Gruppen von aktiven Bereichen zu be-
treiben. Auf diese Weise ist es insbesondere moglich, den
optoelektronischen Halbleiterchip 10 mit verschiedenen Hel-

ligkeiten zu betreiben.

Die mehreren aktiven Bereiche 21, 22 des optoelektronischen
Halbleiterchips 10 kénnen aktive Schichten 4 aufweisen, die
zur Emission von Strahlung verschiedener Wellenldngen geeig-
net sind. Der optoelektronische Halbleiterchip 10 emittiert
in diesem Fall eine Mischstrahlung, die von den jeweils be-
triebenen aktiven Bereichen 21, 22 emittiert wird. Der ge-
zielte Betrieb einzelner aktiver Bereiche oder von Gruppen
von aktiven Bereichen ermdéglicht eine gezielte Einstellung
der Farbe und/oder der Farbtemperatur der von dem optoelekt-

ronischen Halbleiterchip 10 emittierten Strahlung.
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Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des dritten Ausfiihrungs-
beispiels ergeben sich aus der Beschreibung des ersten Aus-

fihrungsbeispiels und umgekehrt.

In Figur 4 ist schematisch ein Ausfiihrungsbeispiel einer
Lichtgquelle 30 dargestellt, die mehrere der hierin beschrie-
benen optoelektronische Halbleiterchips 10 aufweist. Die
optoelektronischen Halbleiterchips 10 sind beispielsweise in-
nerhalb eines Reflektors 27 der Lichtquelle 30 angeordnet.
Die optoelektronischen Halbleiterchips 10 kdonnen innerhalb
des Reflektors 27 der Lichtguelle 30 zum Beispiel in Chipge-
hausen 26 angeordnet sein, wobei die Chipgehduse 26 bei-
spielsweise auf einer Leiterplatte 31 angeordnet sind. Die
Chipgehause 26 sind beispielsweise als Reflektorgehduse aus-
gebildet. Alternativ konnen die optoelektronischen Halb-
leiterchips 10 auch ohne Chipgehaduse 26 auf einer Leiterplat-

te 31 angeordnet sein.

Dadurch, dass mittels der mehreren aktiven Bereiche in den
optoelektronischen Halbleiterchips 10 ein hoher Lichtstrom
erzielt wird, kann mit einer vergleichsweise kleinen Chipfléa-
che eine hohe Lichtintensitédat erzielt werden, sodass ver-
gleichsweise kleine Chipgehaduse 26 verwendet werden kodnnen.
Dies ist insbesondere deshalb vorteilhaft, weil die Reflekti-
vitat der als Reflektor geformten Chipgehduse 26 oftmals ge-
ringer ist als die Reflektivitat eines Reflektors 27 der

Lichtquelle 30.

Die Lichtquelle 30 kann insbesondere eine Lumineszenzkonver-
sionsschicht 29 aufweisen, welche dazu geeignet ist, zumin-
dest einen Teil der von den optoelektronischen Halbleiter-

chips 10 emittierten Strahlung zu einer groBeren Wellenlédnge
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hin zu konvertieren. Auf diese Weise kann beispielsweise mit
optoelektronischen Halbleiterchips 10, die im blauen oder
ultravioletten Spektralbereich emittieren, WeiBlicht erzeugt
werden. Da die optoelektronische Halbleiterchips 10 mit den
mehreren aktiven Bereichen einen hohen Lichtstrom aufweisen,
sind sie insbesondere zur Verwendung in einer Lichtquelle 30
mit einer entfernt von Halbleiterchips 10 angeordneten Lumi-
neszenzkonversionsschicht 29 geeignet. Die Lumineszenzkonver-
sionsschicht 29 kann beispielsweise auf der Innenseite einer
transparenten Abdeckung 28 der Lichtquelle 30 angeordnet
sein, sodass sie nicht unmittelbar an die optoelektronischen
Halbleiterchips 10 angrenzt. Die Lichtgquelle 30 kann bei-
spielsweise eine Lampe fir die Allgemeinbeleuchtung sein,
welche die Form und den Gewindeanschluss einer Reflektorlampe

oder Gliihlampe aufweist.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele beschrédnkt. Vielmehr umfasst die Erfin-
dung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen,
was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Pa-
tentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder die-
se Kombination selbst nicht explizit in den Patentanspriichen

oder Ausfihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

Optoelektronischer Halbleiterchip (10),

umfassend:

- eine Halbleiterschichtenfolge (20), die mindestens
zwel Ubereinander angeordnete aktive Bereiche (21, 22)
aufweist, wobei die aktiven Bereiche (21, 22) Jjeweils
einen ersten Halbleiterbereich (3) eines ersten Lei-
tungstyps, einen zweiten Halbleiterbereich (5) eines
zwelten Leitungstyps und eine zwischen dem ersten Halb-
leiterbereich (3) und dem zweiten Halbleiterbereich (5)
angeordnete strahlungsemittierende aktive Schicht (4)
aufweisen,

- eine Strahlungsaustrittsflache (13),

- eine Spiegelschicht (6), welche an einer wvon der
Strahlungsaustrittsflache (13) abgewandten Seite der
Halbleiterschichtenfolge (20) angeordnet ist, und

- mindestens zwel elektrische Kontakte (11, 12), welche
an einer von der Strahlungsaustrittsfldche (13) abge-

wandten Seite der Spiegelschicht (6) angeordnet sind.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach Anspruch 1,

wobei die Halbleiterschichtenfolge (20) ein Substrat (1)
aufweist, wobei das Substrat (1) an einer der Spiegel-
schicht (6) gegeniiber liegenden Seite der Halbleiter-
schichtenfolge (20) angeordnet ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach Anspruch 2,
wobei eine von der Halbleiterschichtenfolge (20) abge-
wandte Oberfldche des Substrats (1) die Strahlungsaus-
trittsflache (13) ist.
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Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip ein oberfla-

chenmontierbarer Halbleiterchip ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

wobeili die mindestens zwel elektrischen Kontakte (11, 12)
- einen ersten elektrischen Kontakt (11), der an den
ersten Halbleiterbereich (3) eines der Spiegelschicht
nachstliegenden aktiven Bereichs (21) angeschlossen ist,
und

- einen zweiten elektrischen Kontakt (12), der an den
zweiten Halbleiterbereich (5) eines der Strahlungs-
trittsflache (13) nachstliegenden aktiven Bereichs (22)
angeschlossen ist,

aufweisen.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

wobei die Spiegelschicht (6) elektrisch leitend ist, die
Spiegelschicht (6) an den ersten Halbleiterbereich (3)
eines der Spiegelschicht (6) nachstliegenden aktiven Be-
reichs (21) angrenzt, und der erste elektrische Kontakt
(11) elektrisch leitend mit der Spiegelschicht (6) ver-

bunden ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

wobei der zweite elektrische Kontakt (12) mittels min-
destens einer Durchkontaktierung (17), die durch die
Spiegelschicht (6) und die Halbleiterschichtenfolge (20)

hindurch gefithrt ist, mit dem zweiten Halbleiterbereich
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10.

11.

(5) des der Strahlungstrittsflache (13) nachstliegenden

aktiven Bereichs (22) elektrisch verbunden ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

wobei zwischen der Spiegelschicht (6) und den elektri-
schen Kontakten (11, 12) eine Stromaufweitungsschicht
(18) angeordnet ist, die mit dem zweiten elektrischen
Kontakt (12) elektrisch leitend wverbunden ist,

wobei die Stromaufweitungsschicht (18) mittels einer
ersten elektrisch isolierenden Schicht (8) von der Spie-
gelschicht (6) isoliert ist und mittels einer zweiten
elektrisch isolierenden Schicht (9) von dem ersten

elektrischen Kontakt (11) isoliert ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach Anspruch 8,

wobei der zweite elektrische Kontakt (12) mittels mehre-
rer Durchkontaktierungen (15, 17), die jeweils von der
Stromaufweitungsschicht (18) durch die Spiegelschicht
(6) und die Halbleiterschichtenfolge (20) hindurch ge-
fihrt sind, mit dem zweiten Halbleiterbereich (5) des
der Strahlungstrittsflache (13) nachstliegenden aktiven

Bereichs (22) elektrisch verbunden ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

wobeili die mindestens zwel aktiven Bereiche (21, 22)
durch einen Tunnelibergang (7) elektrisch miteinander

verbunden sind.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

der mindestens einen weiteren elektrischen Kontakt (23)
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12.

13.

14.

15.

le.

aufweist, der an einen Halbleiterbereich eines der akti-
ven Bereiche (21, 22) angeschlossen ist, wobei der Halb-
leiterbereich nicht an den ersten elektrischen Kontakt

(11) oder zweiten elektrischen Kontakt (12) angeschlos-

sen 1ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach Anspruch 11,
wobei der mindestens eine weitere elektrische Kontakt
(23) an einer von der Strahlungsaustrittsfldche (13) ab-

gewandten Seite der Spiegelschicht (6) angeordnet ist.

Optoelektronischer Halbleiterchip nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,
wobeli mindestens zwel der aktiven Bereiche (21, 22)

Strahlung verschiedener Wellenlangen emittieren.

Lichtquelle (30), umfassend mindestens einen optoelekt-
ronischen Halbleiterchip (10) nach einem der vorherge-

henden Anspriche.

Lichtguelle nach Anspruch 14,
wobei die Lichtquelle (30) einen Reflektor (27) auf-
weist, und der optoelektronische Halbleiterchip (10) in-

nerhalb des Reflektors (27) angeordnet ist.

Lichtquelle nach Anspruch 14 oder 15,

wobei die Lichtquelle (30) eine Lumineszenzkonversions-
schicht (29) aufweist, welche dazu geeignet ist, zumin-
dest einen Teil der von dem optoelektronischen Halb-
leiterchip (10) emittierten Strahlung zu einer groéBleren

Wellenldnge hin zu konvertieren.
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17. Lichtguelle nach einem der Anspriiche 13 bis 15,
wobei die Lichtquelle (30) ein Projektor oder ein

Scheinwerfer ist.
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